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摘要(译)

提供一种用于制造具有多层存储电容器的半导体结构的方法。提供具有
有源元件区域和存储电容器区域的基板。通过依次制造半导体层，第一
层间电介质（ILD）层，栅极和第一电极，有源元件区域中的半导体层中
的源极和漏极，第二ILD层，图案化的导电层服务作为像素电极，图案化
的第三ILD层，第一，第二和第三ILD层中的多个接触窗口，用于暴露源
极，漏极，图案化导电层和第一电极的部分，第二电极和源极因此，获
得了具有多层存储的半导体结构/漏导线。
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